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IoT 用エッジコンピューティング

の低消費電力化、及び、知的認
識判断を可能とするLSIを実現す

るために、スピントロニクスを活
用した不揮発集積回路の実現
が強く求められている。本研究
では、垂直磁化磁気トンネル接
合（P-MTJ)技術や重金属層／強
磁性層スピン軌道トルク（SOT）
技術をコア技術として、材料・デ
バイスの研究開発を行い、高信
頼性・低消費電力技術を開発し、
希少材料使用量削減と、超低消
費電力デバイス・超低消費電力
電子部品・システムの構築を目
指す。

遠藤先生
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p-MTJ素子および重金属層／強磁性層スピン軌道トルク（SOT）技術をコア技
術として、材料・デバイスの研究を行い、高信頼性・低消費電力技術を開発

スピントロニクス素子による高い書き変え耐性・低消費電力技術の実現
STT-MRAMとSOT-MRAMのベンチマーク
（開発領域）

高集積化可能なP-MTJを無磁場で高効率
磁化反転する材料・デバイスの研究開発

重金属上のP-MTJ技術の創出
高効率スピン生成重金属材料・構造の開発
外部磁場ゼロでの高効率スピン反転の実現
高信頼性の実証(400℃耐熱,書き換え回数1016)
新しいアーキテクチャの実現

Hall bar devices

Harmonic Hall, Spin Hall MR and Write current pulse 
measurements

（IEEE J. Emerg. Selec. Topics in Circ. and Syst. Vol.6, pp.109, 2017)
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